Додаток 1
Зведена таблиця
основних результатів науково-дослідних робіт факультету електроніки та комп’ютерних технологій
	Шифр і назва теми,
науковий керівник,
термін виконання,
обсяг фінансування у 2019 році
	Найважливіші результати із завершених тем (нові матеріали, нові технології, інноваційні розробки, видані монографії, публікації у виданнях, які мають імпакт-фактор, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, в інших закордонних виданнях, у фахових виданнях України, отримані патенти, захисти дисертацій тощо)


	CН-59Ф “Одержання та дослідження наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями ”.

Науковий керівник – проф., докт. фіз.-мат. наук Галій П.В.
01.01.2017 ‑ 31.12.2019
Обсяг фінансування в 2019 р. – 346,5 тис. грн., за весь період – 1 039,5 тис. грн.


	Методики отримання напівпровідників типу А3В6 та одержання халькогенідних стекол системи GaxAs30-xSe50Te20 та Ga-вмісних оксидів. Експериментальні зра​зки: халькогенідних на​півпровідникових шаруватих кристалів, мікророзмірних Ga-вмісних керамік шпінелей. Дифрактограми, зобра​ження поверхні СТМ та СТС, елементний склад зразків методами ХФЕС. Отримані електронні спектри дифракції повільних електронів, скануючої тунельної мікроскопії, атомно-силової та електронно-растрової мікроскопії досліджених атомної структур поверхонь. Одержано наносистеми на стабільних наноструктурованих поверхнях сколювання шляхом порційного напаровування. Досліджено оптичні властивостей стекол системи GaxAs30-xSe50Te20 та Ga-вмісних оксидів.. Досліджено електроні властивостей гібридних структур на основі інтеркалатних наносистем Ni3d/InSe(Ni) (0001). 
Отримані 2D гібридні наносистеми In/In4Se3(100), дають можливість створювати нові функціональні пристрої, для їх застосування у новітніх функціональних середовищах для передавання електромагнітного випромінювання широкого спектрального діапазону, для оптоелектронних застосувань, для побудови пристроїв супер швидкої наноелектроніки. ПС ШК та їх інтеркалатів можна розглядати як базу для створення польових нанотранзисторів, діодів Шоткі, а також пристроїв спінтроніки з нанометровими розмірами. Запропонований спосіб отримання відрізняється тим, що підкладка є поверхнею (111) кристалу In4Se3 і має борознисту топографічну структуру, яка отримується у результаті сколювання, після чого термічний прогрів осадженої на неї тонкої плівки завдяки явищу вторинного змочування, приводить до формування масиву лінійних металевих нанодротів з фіксованими параметрами, такими як, діаметр, період і напрям (матриці нанодротів) на поверхні.
На основі проведених досліджень запропоновано матеріал для фотоелектричних приймачів УФ-випромінювання, отриманий шляхом використання оксиду галію (β-Ga2O3) та оксиду стануму (SnO2), що дасть змогу одержати здешевлений матеріал з покращеними спектральними характеристиками за спрощеною технологією. Він вирізняється тим, що містить β-Ga2O3  та SnО2 у співвідношенні 2:1 або 2:1(±10% SnО2).

19 статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus.
30 статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України, а також англомовні тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються науково-метричними базами даних WoS та/або Scopus.
Захищено 2 кандидатські дисертації, 6 магістерських робіт.

Отримано 3 охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності України. 
Впроваджено 1 ґрантову угоду поза межами організації-виконавця.


